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《半导体薄膜技术与物理》

前言

　　材料是人类物质生活和文明进步的基础，新材料是现代文明社会和高新技术发展的先导，半导体
材料是支撑现代信息社会的基石。　　在近三十年来，半导体材料得到了迅猛的发展，Ge、Si、GaAs
、Znse、金刚石、SiC、GaN、znO，从窄禁带到宽禁带，从红外到紫外，半导体材料的研究掀起了一
轮又一轮的高潮。随着半导体材料和微电子、光电子高科技的迅速发展，对薄膜材料和器件制备技术
及其相关物理知识的了解和研究显得尤为重要。先进的薄膜生长制备技术是实现优质半导体材料和器
件的基础和保证。从20世纪60年代初外延生长技术被应用在半导体领域以来，特别是最近几年，新型
半导体材料、新型光电器件、超大规模集成电路的研制，促进了薄膜生长技术的发展。半导体薄膜制
备技术的高度发展，不仅为新型半导体器件的研制创造了条件，也为半导体理论的进一步发展奠定了
基础。　　半导体薄膜技术与物理已成为一门内容丰富的专业课程，也是人们研究的一个重要方向。
叶志镇教授从事半导体材料与器件的研究已有20余年，具有近20年半导体薄膜技术与物理的教学经验
，为此，作者结合多年的教学科研实践，在本书中向读者全面地介绍了各种半导体薄膜技术与物理。
本书除了介绍最基本的薄膜生长知识外，还尽量多地介绍了国内外最新的研究进展，特别是新型半导
体薄膜材料的生长技术和物理基础。
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《半导体薄膜技术与物理》

内容概要

《半导体薄膜技术与物理》全面系统地介绍了半导体薄膜的各种制备技术及其相关的物理基础。全书
共分十章。第一章概述了真空技术，第二至第八章分别介绍了蒸发、溅射、化学气相沉积、脉冲激光
沉积、分子束外延、液相外延、湿化学合成等各种半导体薄膜的沉积技术，第九章介绍了半导体超晶
格、量子阱的基本概念和理论，第十章介绍了典型薄膜半导体器件的制备技术。
《半导体薄膜技术与物理》文字叙述上力求做到深入浅出，内容上深度和宽度相结合，理论和实践相
结合，以半导体薄膜技术为重点，结合半导体材料和器件的性能介绍，同时还介绍了半导体薄膜技术
与物理领域的新概念、新进展、新成果和新技术。《半导体薄膜技术与物理》具有内容翔实、概念清
楚、图文并茂的特点。
《半导体薄膜技术与物理》读者对象广泛，可作为高等院校材料、物理、电子、化学等学科的研究生
或高年级本科生的半导体薄膜技术课程的教材，也可作为从事半导体材料、薄膜材料、光电器件等领
域的科研人员、工程技术人员的参考书籍。
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章节摘录

　　第2章　蒸发技术　　物理气相沉积（Physical Vapor Deposition，简称PVD）是指在一定的真空条
件下，利用热蒸发或辉光放电或弧光放电等物理过程使材料沉积在衬底上的薄膜制备技术。PVD是应
用极为广泛的成膜技术，涉及化工、核工程、微电子以及相关工业工程。它主要分为三类：真空蒸发
镀膜、真空溅射镀膜和真空离子镀膜。相对于PVD技术的三个分类，相应的真空镀膜设备也就有真空
蒸发镀膜机、真空溅射镀膜机和真空离子镀膜机。本章介绍的是PVD技术的第一类——一真空蒸发镀
膜法，而真空溅射镀膜和离子镀膜将在下一章中予以介绍。　　§2.1　发展历史与简介　　将固体材
料置于高真空环境中加热，使之升华或蒸发并沉积在特定衬底上以获得薄膜的工艺方法，称为真空蒸
发镀膜法（简称蒸镀）。

Page 6



《半导体薄膜技术与物理》

编辑推荐

　　《半导体薄膜技术与物理》共分十章，以叶志镇教授“半导体薄膜技术物理”讲义为基础编撰而
成。第一章叙述了真空技术的基本知识；第二章至第八章是《半导体薄膜技术与物理》的核心内容，
结合各种半导体材料，详细介绍了蒸发、溅射、化学气相沉积、脉冲激光沉积、分子束外延、液相沉
积和湿化学合成等半导体薄膜技术与物理；第九章介绍了超晶格的相关知识，超晶格、量子阱是现代
新型半导体器件的基础和关键；第十章介绍了典型薄膜半导体器件的制备技术，包括发光二极管、薄
膜晶体管和紫外探测器。

Page 7



《半导体薄膜技术与物理》

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:www.tushu000.com

Page 8


